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我々は高温ALD-Al2O3によって誘起される 2DHGをチャネル及びドリフト領域としたC-Hダイ

ヤモンドMOSFETを作製し、673~10 Kにわたる高温・低温での安定した動作特性[1,2]及び耐圧特

性[3]を報告してきた。ダイヤモンド FET のノーマリオフ動作は、部分酸素終端による MISFET
[4]

, 

HfO2ゲート酸化膜[5]
, 微細加工による JFET

[6]で得られている。今回ゲート直下部分を UVオゾン

C-Oチャネル化し、2DHGの発生を抑制することによってしきい値電圧 Vthの制御かつ高耐圧・高

電流密度を有するノーマリオフ C-HダイヤモンドMOSFETが実現したので報告する。 

従来の C-Hチャネルデバイスの Vthは約 40 V程度であったが、UVオゾン C-Oチャネルデバイ

スではオゾン処理の強度, 範囲を変化させる事によって Vthの制御が確認された(Fig.1)。また Vth = 

-3.0 Vを記録したデバイスの Id-Vd特性では良好な変調が確認され、最大ドレイン電流密度 ID = 約

-20 mA/mmであった(Fig.2)。この IDはソース・ドレイン間距離 LSD = 39 μmの FETとしては高い

値である。また最大絶縁破壊電圧 VBはゲート・ドレイン間距離 LGD = 21 μmで 1790 Vを記録した

(Fig.3)。単結晶ダイヤモンド FETとして最も高い絶縁破壊電圧が得られた。リーク電流も IDS =10
-8 

A/mm, IGS = 10
-10 

A/mm (Fig.3)と少なく、同程度の絶縁破壊電圧を有する横型 SiC MOSFET
[7.8]や

AlGaN/GaN MOSFET
[9]と比較しても遜色無い値である。 
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Fig.1 しきい値電圧 Vth 

 

Fig.2 Id-Vd特性 

 

Fig.3 絶縁破壊電圧特性 
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